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【手続補正書】
【提出日】平成30年4月23日(2018.4.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ダイヤモンドに不純物がドープされた、不純物ドープダイヤモンドであって、
　前記不純物ドープダイヤモンドにおいて、二次イオン質量分析法で測定した不純物濃度
は、１×１０１８ｃｍ－３～１×１０２２ｃｍ－３であり、不純物を含まない単結晶ダイ
ヤモンドの格子定数（３．５６７Å）を基準として、Ｘ線回折法で測定した格子歪みは、
０．８％以下である、不純物ドープダイヤモンド。
【請求項２】
　前記不純物ドープダイヤモンドにおいて、透過ＦＴ－ＩＲによって測定される有効アク
セプタ密度と、前記不純物濃度との比によって算出されるホール活性化率（前記有効アク
セプタ密度／前記不純物濃度）は、９５％以上である、請求項１に記載の不純物ドープダ
イヤモンド。
【請求項３】
　フィラメントを構成する金属をさらに含む、請求項１または請求項２に記載の不純物ド
ープダイヤモンド。
【請求項４】
　前記不純物が、ホウ素及びリンの少なくとも一方である、請求項１～３のいずれかに記
載の不純物ドープダイヤモンド。
【請求項５】
　厚みが０．１μｍ～１ｍｍの範囲にある、請求項１～４のいずれかに記載の不純物ドー
プダイヤモンド。
【請求項６】
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　前記不純物ドープダイヤモンドの厚みの最大値と最小値との差が、当該最大値の１０％
以下である、請求項１～５のいずれかに記載の不純物ドープダイヤモンド。
【請求項７】
　温度２５℃における抵抗値が、０．５～５ｍΩｃｍである、請求項１～６のいずれかに
記載の不純物ドープダイヤモンド。
【請求項８】
　ホール移動度が、０．１～１０ｃｍ２／Ｖｓである、請求項１～７のいずれかに記載の
不純物ドープダイヤモンド。
【請求項９】
　基板の上に形成されている、請求項１～８のいずれかに記載の不純物ドープダイヤモン
ド。
【請求項１０】
　請求項１～９のいずれかに記載の不純物ドープダイヤモンドを含む、電子デバイス。
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